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i. Einfuhrung
1.1 Zum NDR-Klein-Computer

Der NDR-Flein—LComputer wird in der Fernsehseraie
"Mriroelektronik — Mrkrocomputer selbstgebaut und
programmiert” aufgebaut, erklart und 1n Betrieb genommen.
Diese Serie wird vom Norddeutschen Rundfunk. vom Sender
Freies Berlain, vom Bayrischen Fernsehen und von Radio Bremen
ausgestrablt. Es warden bald auch die Regironalsender anderer
Bundesl ander die Sendung in ihr Programm avfnehmen.

Zur Serie g:bt es ernmge Begleirtmaterialien, es i1st daher
nicht unbedingt notwendig, die Fernsehserie gesehen o—u
haben, um den NDR-Klern—Computer zu bauen wund -u begre:ifen:

— Buch: Rolf-Dieter klein.
"Mz krocomputer selbstgebaut und programmiert’”
Z2.. meu bearbertete und erweiterte Auflage
ISBN 3-7723~7162-0, DM 38,
erschrenen am Franzis-Verlag. Muanchen
Bestel lnummer: BOO1
Auf dresem Buch baut die NDR-Sarie auf

Sonderhefte der "mc™:
"Mikrocomputer Schritt fur Schratt”
Bestellnummer: SONDERNDR
"Mikrocomputer Schraitt fur Schratt Texl 2@
Bestel lnummer: SONDERMZ2

- Zeitschriften "mc" und "ELO" des Franzis—Verlages

- Videocassetten:
lizensierte Origanalcassetten fur den
privaten Gebrauch
Auf diesen zwer Cassetten sand die 26 Folgen
der Fernsehserie enthalten.
Systeme: VHS, Beta. Video 2000
Freisae: s:ehe gultige Preisliste
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1.2 Wozu dient die RAMG4/2567

Die RAM&GA/256 ist eine Speicher-Baugruppe, die bis zu
2GsKByte RAM-Speicher aufnehmen kann. Da zwei verschiedene
Speichertypen (der 4144 mit &44K%X1 Bit wnd der 41254 mit
256K%1 Bit) leicht erhaltlich sind, kann man die
Speicherbaugruppe RAM&4/2546 sowohl mit 64KByte als auch mit
256kByte betreiben.

Dem Anwender steht damit eine leichte Miglichkeit offen,
sein System mit einem grofien Arbeitsspeicher auszustatten,
da die dynamischen RAM-Bausteine nun {B/85) sehr
preisginstig erhdltlich sind.

1.3 Wie setzt man die RAM&4/2T4 ein?

Die Schaltung der RAML4/25&6 wurde sehr einfach gehalten. Es
wurde bei ihrer Entwicklung Wert darauf gelegt, daB sie mit
allen Prozessortypen, fir die Karten fir den NDR-Computer
existieren oder fir die Zukunft geplant sind, arbeiten kann.
Durch Ihre Einfachheit und da sie keine speziellen
integrierten Bausteine enthilt, hat die RAM&4/254 gegeniiber
einer ROA&44 mit statischen Speichern aber auch einen
Machteil: Die Baugruppe benidtigt Wartezyklen, um arbeiten zu
kdnnen.

Dies macht sie leider ungeeignet fiir Systeme, bei denen es
auf allerhbdchste Geschwindigkeit ankommt. Hier sind
statische RAM-Speicher, z.B. unsere ROA&4 mit Bx8KHEyte
besser geeignet.

Bei Systemen, bei denen es dagegen auf einen grofien
Speicherbereich ankommt, der ja =.B. auch von der &48008-
oder &68000-CPU problemlos adressiert werden kann, ist doch
noch ein groffler Preisvorteil gegeniber einer ROALS
bemerkbar.

Siehe hierzu auch Kapitel 8.

2« Technische Daten

Spannung: +oV
Stromaufnahme: voll bestickt mit 25&6KByte
ca. 450 mA
Bus Format.: NDR-Klein-Bus S4-polig
Grife der Leiterplatte: 145 mm % 78 mm
Speicherkapazit&t: &4EByte oder 256KByte (nach 1

Bestiickung)’
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T. Prinzipbeschreibung
2 1 Wre funbtianieren dynamische RAMz™

Dynamische RAMs sind tn ihrer Funktion wund Ansteuerung
tomplizierter als statische RAMs. Die einzelnen
Spercherstellen auf @inem dyramischen RAM-Chap vonnen jedoch
viel lleiner sewn als die von statischen RAMs. daher :st die
taparitat bea gleicher Brofie und gleichem Preis oft viermal
so groff. Trotzdem werden dige DynRéMs in Kleineren Gehausen
geliefert, Das liegt ernfach daran. daB nicht jede
Adressieitung rthren eigenen Pin hat. wie dies ber den
statischen RaMs der Fall i1st., sondern jeweirls -wea
Adressiestungen an einem FPin liegen.

Der Adressbus ist i1n —wer Halfien aufgete:lt: Zunachst wird
dig obere Halfte des Adressbus an die Chips gelegt: dies
Sewgt das Signal -RAS an =~ und dann wird die untere Halfte
des Adressbus an die Bauste:ne gefuhrt und dies wird durch
das Signal -CAS angezeigt. Ein Gedankenstrich ver dem Signal
bedeutets dieses Signal 15t "Null"-Aktiv. Manchmal wird ein
"' angegeben, i1n Schaltplanen wird der Straich uber das
Signal geschrieben. Diese be:den Signale (~RAS und ~CAS)
besitren am Chip eigene Anschlnsse. Ausserhalb des Chips mul
in der Baugruppe dafur gesorgt werden, daf die jewe:ls
richtige Adresse am Ehip anliegt. Des weiteren hat jeder
DynRAM=-Cip nur zwel Datenleaztungen (ein Eair— und ein
Ausgang). d.h. er 18t 2u 44FXiEat pder 2S56KK1Bzt
orrgamsiLert.

Das Problem der dynamischen RAMs ist eben das "dynamische®.
Die Spe:cherzellen saind nicht wie ber statischen RAMs kleine
Flap—Flops, die eine einmal gingeschriebenen Wert 1mmer
beibehalten, sondern sind mit Hilfe von kleinen
Kondensatoren realisiert {(s:ehe Kapitel 10). Diese verliseren
leader schnell ihren Inhalt (Surch bleine Leckstrome). Daher
muff dreser Inhalt wieder "aufgefraischt” (to refresh) werden.
Dres geschieht bei Jedem Lesen und Schrerben automatisch.
Aber auch gi1n Lesevorgang., be: dem die Daten vom Computer
nicht we:terverwendet werden, bewirlt einen Refresh.

SuZ Wae funltioniert die RAM&S/256 prinzipiell?

Die acht Speicherbausteire aunf der RAM&4/2SS werden durch
einan Adressvergleicher ausgewahlt. Fe:r sedem Zugriff der
CPU-Baugruppe auf den Bus wird ein Refresh—IZyklius auf der
RAM&4/236 erngelertet. Danach ward erst der Lese— bzw.
Schreibzugriff der CPU auf den Speicher durchgefuhrt. Der
Refresh wird durch eimen Zahler ermoglacht, der bei jedem
Zugriff erhoht wird, damit immer andere Speicherzellen
aufgefrischt (refresht) werden. Die Erzeugung der
komplizierten Zugriffssteusrsmignale wird von @inem
Schieberegister erledigt. das von ernem GQuarzoszillator
getaktet wird. Damit 1st die Ernhaltung der
Herstellerspez:fikationen gesichert.
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4, fAufbauvanleitung

4.1 CMOS-Warnung

Seite -4~

CMOS—-Bausteine sind hochempfindlich gegen elektrostatische

Aufladung!?

Bewahren oder transportieren Sie CMOS-Bausteine nur auf dem

leitenden Schaumstoff!
sein)

Tip: Fassen Sie an ein geerdetes Teil

(Alle Pins missen kurzgeschlossen

(z.B. Heizung,

Wasserlelitung oder an den Schutzkeontakt der Steckdose,
bevor Sie einen Baustein beriihren.

Bitte beachten Sie hierzu auch den Artikel "SchutzmaBnahmen
fir MDS-Schaltungen” in unserer Zeitschrift LOOPS.

4.2 Stilckliste

Bereichnung in der
Schal tung

ici, 1icz2, ICS, IC&, IC7

1C5, IC4
ice

e
IC10..1C17

1020, IC22

ice1

1623

Icz4

et

2 %

16 %

& %

Ri..R7, R10, R1I,
R13..R15

R8, R?, R12, R14..R24

Mam@, Funktion, Nr. im Bild 1

7418153, Multiplexer

74L851461, Zdhler

74804, Inverter

74L574, D-Flip-~Flop

41464 ader 41256 (oder Baugleiche),
Speicher, nicht im Rausatz
enthalten

74L802, NOR-Gatter

745164, Schieberegister

741.5244, unidirektionale Bustreiber
74L532, OR-Gatter

741505, Inverter mit offenem
Kollektor

74L885, Vergleicher

8631, 24MHz, integrierter Guarz-
Oszillator

20-polige IC~Fassung
146-prnlige IC-Fassung
14-polige IC-Fassung

33 Thm, 1/8B Watt, Widerstinde
Farbcode orange-orange—-schwar:s
Bild Nr. 1

1 kOhm, 1/8 Watt, Widerstande
Farbcode braun—-schwarz—-rot
Bild Mr. 2
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€1..Ce, CB..CLI2, €14,

£15. Clé

g7, B15, €17, Ci8

JMP1

. IMP2

M

1 % Staftlerste

Be1te -5-

100 dManofarad kondensator

Bild Nr. T

1v Mibkrofarad, 16V Kondensator
Eild Nr. 4

Lerterplatte RAM&S/Z56

1 % Z-polige Strftlerste, gerade
Bild Nr. &

antfallt, i1st auf der Platine
voraingestelld

1 % B{Z¥x4)-polige Stiftlezrste,
gerade und

1 ¥ Z2-polige St:ftlerste. gerade
Brld MNr. 7

Shuntsteckar
Brid Nr. ©

1 % So—polige und 1 X 18-polige
Strftleiste., abgewinkelt,
Bild Nr. 8

RAM 64,256

¥
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4.3 Bestickungsplan
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4.4 Layout Bestiickungsseite mit Bestiickungsplan
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4 L Layout Bestucl ungsserte
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4.7 Aufbau Schritt fir Schritt

Auf einer Seite der Platine steht der Hinweis "1&ts"
(Litseite); auf dieser Seite wird ausschlieflich geléstet.
Die Bauteile sind nur auf der anderen Seite aufzustecken,
der Bestickwngsseite, oie auf Bild 5 zu erkenrmen ist.

Beim Einliten der Eauelemente beginnt man am besten mat der
gewinkelten Steckerleiste. Es sollte darauf geachtet werden,
daB dié Leiste parallel zur Platine liegt, um gut auf den
Bus gesteckt werden zuw kénnen. Dabei sollten zuerst die
beiden AuBeren Stifte wund einer in der Mitte verlétet
werden. Dann empfighlt es sich nachzuschauen, ob die Stecker
parallel zur Flatine liegen und ob keine "Biuche" zwischen
den verldteten Stiften liegen. Sollten "Biuche" vorhanden
sein, mull wiederum in der Mitte der "Biuche" ein Stift unter
Druck angelitet werden. Liegt die Steckerleiste dann
richtig, %kénnen die restlichen Sti$te angeldtet werden.

Als nichstes wird die Platine mit den IC~-Sockeln bestickt.
Dabei mul darauf geachtet werden, daff die Sockel richtig
aufgesteckt werden. Im Bestiickungsplan sind die Richtungen
mit einer Kerbe gekennzeichnet. Sie muB3 mit der Richtung der
Kerbe in der Fassung {bereinstimmen. AufBerdem ist die Lage
der Fassungen auch auf der Bestickungsseite der Platine
durch den Aufdruck sehr deutlich zu erkennen.

Es sollten alle Fassungen auf einmal aufgesteckt werden und
zum Verléten umgedreht werden; dabei ist es hilfreich, wenn
manrt beim Umdrehen die Fassungen mit einem Stiick Karton awf
die Platine drickt. So wird erreicht, dafl die Fassungen alle
ebhen und gerade liegen.

Beim Liten sollten wiederum nur zwei Fins jeder Fassung
{méglichst diagonal} verldtet werden. So kbnnen anschliefend
schrag liegende Fassungen noch problemlos korrigiert werden.

Bavor die restlichen Fins vérlétet werden, sollte noch auf
die Pestiickungsseite geschaut werden, ob die Fassungen
richtig liegen und die Richiungen der Fassungen stimmen.
Bild 7 zeigt eine mit IC-Sockeln bestiickte Leiterplatte.
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Dze kondensatoren C7, Cl7, Cie und C18 sind gepolt und
durfen auf leinen Fall falsch herum eingelotet werden. Der
Filuspoel 15t m:t eimem "H” und evil. einem schwarcen Strich
get ennzerchnet. Ia Bestuclungsplan ist der Pluspol ebenfalls
mxrt eimem "+" gel enncerchret.

Die tondensatoren C1..Cé. C8..C12, Cid4, CI15 und C17 sind
wngepolt und Fonnen ohne auf die Folumg —u achten eingelotet
werden.

Der Quars solite erst nach dem ersten Test eangelotet
werden. Auf seden Fall i1sl ber abm auf die richiige Polung
mu achten Diese wird durch den kleinen schwarzen Punkt auf
dem Cuarzbaugteln angecelrgi. Dreser Punkbt liegt wie ber ganz
normalen 108 an Fan 1. Der Ouarz wird also an genau der
gleichen Fichtung wie die danebenliegenden ICs eingelotet.

Nun werden noch dire Strftlersten fur die Jumper 3 ung 3

@ingelotet. Ber JMPT spllte man vor dem Festloten e:men

Jumper auf die Foncke & stecten, damit man nachher Peine
Frobleme damit hat.

Wenn Sie die RAMSA/2T6~Baugruppe fertiqg aufgebaut haben,
dann mussen Sie nur noch die Jumper aufstecten und die
Faugruppe ist berett fur den ersten Test.

Jumper 1l: gesteckt bex 284k -Bausteinen
offen ber &4t"-Bausteinen

Jumper 2@ entfallt., da =WAIT bereils auf der Platine
vorerngestelit ist.

i A nur be:x 2046F-Rausteinen gesteckt
B nur bei 234k -~Bauste:nen gesteckt
A18 und ALY bexr Z2S4F-Bausteinen Adress—Auswahl
(s:ehe Kapztel 7.2
AlbL..A19 ber 64 —Bausteinen Adress—Auswahl wie
bex ROA&4.

Jumper T

B2ld 8 zexgt eine bomplett mat passiven Bauteilen bestuckte
RAM&A/2546, allerdings ist der Quarzosz:illator schen
exngelotet.
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5. Testanleitung
5.1 Erste Profung ohne ICs

Die Rlatine ist bis jetzt erst mit den Sockeln und mit den
passiven Baueslementen bestiickt. Mit diesem Aufbauw wird der
ercte Test durchgefihrt.

Man mifit, ob an allen IC-Sockeln die Versorgungsspannung van
5 ankommt. Achtung: bei den Speicherbausteinen liegt an Pin
8 +35V und an Fin 14 Masse. Dies ist villig in Ordnung. denn
bei den Speicherbausteinen ist es genau andersherum als bei
TTL-Bausteinen (wohl um die Leute zu verippeln...).

Nun kénnen alle ICs singesetzt werden. Dabei muB auf die
Richtung der ICs geachtet werden. Die Markierung auf dem IC
muf mit der Herbe in der Fassung tbereinstimmen.

fuch sellte nun der Quarc-0Oszillator eingelotet werden.
Bitte achten Sie dabei auf die Markierung, den kleinen
schwarzen Punkt, der wie bei IC= den FPin 1 markiert. Der
Duarz wird in der gleichen Richtung wie die ICs eingesetzt,
der Punkt liegt also in Richtung JMP2. Liten Sie sehr kwr:z
urd vorsichtig, um den empfindlichen Oszillakor nicht zu
zerstiren.

fichten Sie beim Einsetzen der Baugruppe in den Bus darauf,
dafi Sie die Baugruppe richtig einstecken.

Ein falsches Einstecken, z.B. um =in Busm-Loch zu weit rechts
oder falsch herum zerstdrt evtl. einige Bausteine.

"
ak

z
: : & v
W v L “'l., r

b -
Gl i HORET . A
e

5.2 Test der RAM&4/2556 im System

Achtung: Bitte nehmen $ie zum Einsetten und Entfernen von
its oder sonstigen Bawteilen immer die Baugruppe aus dem
System, aber NUR BEI AUSBESCHALTETER STROMVERSORGUNG! ®*
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S.2.1 Test mit einem o800l-Hystem

Wenn moglich, verwenden wir zum Test einen MDR—Computer mat
&B8uR-CPU, da bei einem IB0-System schon ein &64KByte groBer
RAM-Speicher 2w viele Frobleme bereiten wiwrde. In unserem
System befindet sich das Grundprogramm suf exner ROASLE auf
der Adresse 000N, Auf der RAMEA/25S wollen wir

&4 —Bausteine einsetzen und haben daher dtie Brucken Ala—AlQ
s gesteckt. dafi die RAM&E4 /286 ab der Adresse 40000
liegt.Daiu mussen die Brucken Rl6. ALT7 und ALY geschlossen
sein. AlB blerbt offen:

- Alh
R— A1
Al

- ale tsrehe auch kaprtel 8)

Die Bructe JMPL blewbt offen. Der Spercherbergich gebt
hierbeil somnr 40000 bis 4FFFF. .

Wwollen Sie Jedoch wunbedingl gleich 28sk-Rausteine ernsetzen.,
mnussen Sie die Bracken anders set-en.
Zuerst mal mul SMFI geschlossen werden. JMPY sieht so aust

ot ALG {siehe auch Hap:tel &

Auch hier st die Adresse nun 40000, aber der Bereich ist
groBer: er geht von 40000 bis FFFFF.

Fall sich nach dem Einschalten das Brundprogramm nicht mehr
meidet, liregt ean grober Fehler vor, meist 1o KurzschluB.
Sehen Sie bitte in Papitel o nach., welche Fehlerursachen
moglich sind und wie man sie beheben kann.

Meldet sich das Grundprogramm, kann man es wagen, dze
Speacher einzusetnen. Such hierber achten Sie bitte auf die
Craigntrerung von Pin 1' Hinweis: ber den Spe:cherbausteimen
Izegt an Fin ls Masse und an Fain 8 +3V.

Geher Si:e nun im Srundprogramm :n das Menu Speicherbereiche.
S:1e sehen nun entweder einen Eallen von 40000-4FFFF
(64F-Bausteine) oder 4 Ballen von 40000-7FFFE
(25&K-Bausterney. Sollte das nicht der Fall sein, so konnmen
Sie davon ausgehen. dafl 1r-gendetwas nicht se ganz an Ordnung
1s5t. Durchdenten Sie batte noch einmal thurz Ihre
Vorgehensweise. bevor Sie sich an eane grofBe Fehlersuche
machen 's:ehe auch haprtel o).
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Ein kleines Testprogramm (graober Funktionstest):

start:
lea ®40000,a80
lea 80000, al
loop:
move.b o, (ad)
cmp.b O, (a)
bne error ¥ Sprung im Fehlerfall
not.b (at) ¥ 4FF reinschrerben
cmp.b FF, (al)
bne error
adda.l a0
cmpa.l at,at
bne loop
rts

error:
de.b $FF . $FF im Fehlerfall LINEF

hervorrufen, um dig

Fehlerstelle zu

lokalisieren

EE

Die Adresse der Fehlerhaften Speicherzelle steht in AD. Nun
kann man im Menue "aendern" diese Speicherzelle einzeln
testen.

9.2.2 Test mit einem I80-System

fGchade, dafi Bie bein &6H00B-System besitzen, denn damit wire
der Test viel einfacher. So kénnen wir beim Z80 den Test nur
in kleinen Schritten durchfibren.

Zuerst mal hoffen wir, daff die Bawgruppe funktioniert. Fiir
den Test bendtigen Sie daie BankBoot-Baugruppe, bestiickt mit
dem EFLOMON und 2 RAMs 6116 (oder einem RAM RB, je nach
EFLOMON~System bzw. BankBoot-Karte). Die Briicken auf der
RAM&4 werden wie idiblich gesteckt: Bei Festilckung mit
41l44-Rausteinen ist JMP1 offen, bei Bestickung mit
412556-Bausteinen ist JMP1 geschlossen.

Belegung von JMPI bei 41é4-Bausteinen:

] Ala
Hos-H Al7
MR AlB
K= ALY

Belegung von JMP3 bei 412854-Hausteinen:

MM Ala
H=N M Aty
K= Alg

X—H AlT




RAM&4/256 Serte —ti-

Setzen Sie nun die fertig bestuchtie Farte =1n wund schal ten
Si1e den Computer eirm. Wenm sich nach Furzer Zeit nech nichts
auf dem Bxldschirm zeigt. Fermnen Sae getrost den Computer
wieder zusschalten, denn etwas i1st nicht m Or dnung.
kKontrollieren Sie brtte -uerst Ihre bisherige
Vorgehenswelse, ob allie Jumper rrchtig gestectt sind., alle
I8 richtig herum in den Fassungen stecken, alle benotigten
Platzner auf dem Bus stechen, Spannungsversorgung an Ordrung
1st usw, f(siehe tapitel o)

Wenm sich EFLOMON meldet., tonnen Sie aufatmen: furs erste
schewint Ihre PAMG4/05&4 ~u funitionieren. Doch nun folgen
noch wertere Tests, ehe Si1e von i1hrer Funktion uberzeugt
se1n kormnen.

Wenn Sie awf dem zweirten Stechkplatc der BamkBoot ein Eprom
EEFU2UL0 stecten haben, lornen Sie nun

T = GBo Hant 2000h

aufrufen, dann meldet sich das Z80-Grundprogramm.

Sonst kunnen Sie auch EGRUND auf ein= ROAe4 auf Adresse
FEOU00 legen und dort starten mait

2 = Bo EOGOON

Gehen Si1e an das Menu "aendern”. geben S:e als Adresse
"BOOO" ean. Geben Sie nun "7V als Wert ein und beabachten
Sie che #nzeige. Steht "77" als Wert ber der Adresse “aoaonm
Wenn 3a. zahlen Sie bhitie bis 100, dann gelangen Sie durch
Exngabe von "-" und Betatigen der Returmn—Taste wieder auf
die Adresse "8uOu". Stehi dort immer noch "77", so machen
S:e die gleiche Frozedur bitte moch eznmal met dem Wert
“AA". Erscheint auch dieser Wert nach 1-2 Minuten wieder auf
dem Schirm, so tonnen Sie damit rechnen. dal Ihre RAM&A./ 256
1 Ordnung 1st. Sollten berm Betrieh der RAMOSG/ZSH haufiger
Fehler auwftreten (~.B. Abstury des Rechners), so sehen Si1e
bitte zn bapitel o nack.

Kleine Testprogramme., die i Funition der RAM&4 /256 testen,
sind beam Z80 schwierig zu schreiben. Es 1st =y beachten,
daff i1n dem Bereich., wo das Programm selbst sowie der
ZB80-Stact liegen. teine Speicherzellen verandert werden
durfen. Hirer sind also tatsachlich nur erncelne
Speicherzellen auf korrette Funition prufhbar. Ein
hervorragendes Sperchertestprogranm +ur Fortgeschrittens
ware das Erassmus-Programm,. welches unter CF/M Jauft. Es
gilrt nur eirner Ausweg: wern Sie eine ROAGS besitzen. [ onnen
Sie Sich folgende | onfiguration aufbauen:

- eine ROAGS auf Banl © legen:
Belegung von der Adress—Jumperleiste auf der ROASLS:

- ALs
- AL7
- e

3w al9

Ez mufi unbedingt ean statische FAM (42a4) auf dem letcten
Steckplatn (Adressbereich SEOO0 bis $FFFF) dieser ROAL4A
stecken. sonst funktiomert FLOMON nacht! Fur das
Grundprogramm benotigen Sie noch ein RAM auf dem funften
Steckplatz (Adressbereich $8u00 bis $9FFF).
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EBelegung von JMP3 auwf der RAM&4 bei Bestichung mit

41l44-HBausteinen: 41254~Bausteinen:
Moo= Aals Als
B Al7 Al7
WO Als A18
K=K ALY ®=3 Al2

Nun kann man ein kleines Programm schreiben, welches auf der
ROA44 ablauwfen kann. Auf der RAMG4A/2S6 wird keine
Spricherzelle bendtigt, daher kann man dort jede
Speicherzelle ausfilhrlich testen. Allerdings liegt nun die
RAM&4/2546 nicht mehr im direrten Adressierungshereich der
CPUZBG, denn diese kann ja behanntlich muw &4KEByte
adressieren. Aber wir haben ja noch die BANKBOOT-Raugruppe.
Diese ermfglicht wns eine Bankumschaltung, d.h. der Z80 kann
auch auf eine andere Speicherbank zugreifen, und dort liegt
unsere RAM&Y/2546. Jdetzt gibt es nur noch ein Problem: der
280 schaltet immer die ganzen 64KByte auf einmal um, also
ist auch sein Programm weqg. Dieses mufl daher auf der
BANFEDOT-Baugruppe stehen, denn diese wird nicht mit
umgeschaltet. Dazu gibt es im FLOMON 2in Hilfsprogramm. Es
startet awf der Adresse #FOSE im RAM, dort wo sich FLOMON
selbst hintopiert hat. Es kann 128 Byte auws einer Bank in
eine andere kopieren. Es bendtigt in Register £ die Nummer
der ‘Bank., in der der Buellbereich steht und in Register E
die Nummer der Zielbank. In DE so}ll die Startadresse des
Zielbereichs stehen und in HL die Startadresse des
tluellbereichs. Unser Testprogramm muf also folgendermafen
ablaufens

- 128 Byte in Bank O mit $00 fillen

— diese in Bank 4 transferieren (dort startet unsere
RAMSGA /S 256)

- zuridcklesen nach EBank O an einen anderen Bereich

- beids Bereiche vergleichen

~ bei Bleichheit weitermachen, sonst Fehlermeldung

~ 128 Byte in Bank ¢ mit $FF fillen

- diese in Bank 4 transferieren

~ zuruct lesen nach Bank O

~ beide Bereiche vergleichen

- bei Gleichheit weitermachen, sonst Fehler

- Zielbereich um 128 Byte weiterlegen, evtl. auf die nachste
Bank umschalten

- Wenn fertig, ok-Meldung auwsgeben

Dieses Frogramm wilrde jedoch sehr umfangreich sein. Daher
kénnen wir es leider nicht im Rahmen dieses Handbuchs
veriffentlichen. Vielleicht wird es ginmal i1n einer der
nadchsten LOOP veréffentlicht. Wir freuwen uns iber jede
Zusendung eines funktionierenden RAM-Testprogramms —
vielleicht verdffentlichen wir Ihre Versiont
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S.7 Test mt ander en Baugruppen

Trebten be: der Benulzuwng Ihres Systems im bisher bei lhnen
gebrauchlichem Umfang haufiger Fehler auf. so testen Sie
bartte jJewe:ls dig geiche Qirbeit an einem System ohne due
RAMe4 /2536. Treten dann die Fekler nicht mehr auf. so bann
man eigentlich davon ausgehen. dal sie duwrch die RAMO4/Z254
erzeugt werden. Es bann aber dann mwr ein kieiner Fehler
sein, etwa 1m Timing der Paugruppe oder ein Baustein, der
nicht so ganz die vom Hersteller spezifiz:ierten Daten
exnbalt (s:ehe Mierzu auch Faprtel 6.2).



RAM&A/25& Seite -1&6-

6. Fehlersuchanleitung

ACHTLUING:
Der Hetrieb einer RAMO4/256 mit R25&KByte Speicher kann eine
klgine Nachjustierung des Netzteiles "Net: 2Y erfordern.

Die nachfolgend beschriebene MaBnahme kann notwendig werden,
wenn entweder beim Einschalten der Bildschirm dunkel bleibt,
der Bildaufbau nur zum Tei1l erfolgt oder sich kein Lauwfwerk
ansprechen 1&4B3t.

Der Grund fiir diese Nacheinstellung liegt beim technischen
Aufbau der dynamischen Speicher-ICs "41256". Diese Bausteine
arbeiten erst bei einer Spannung von mindestens 5,1V
(&4lkBRyte—Speicher schon bel 4,7V). Da unsere Netogeriate
genau auf 5,0V eingestellt werden, ist eine Nachregulierung
meist notwendig.

RN R RN ORI KRR I KRR R R R KAk R R XAk

¥ ACHTUNG S
¥ Die Spanmnungseinstellung mufd unter EBelastung erfolaen. *
¥ Dadurch ist hoéchste Vorsicht beziglich der Netzspannung X
¥ geboten. X

AR ROKR AR KR RO IOR ORI ok R OOk R ok koo ook R Rx

Zur Abhilfe:

1. Spannungsmesser am Bus "SVY" anschlieBen (nichit am
Metzgerit, da am Kabel bis zu 0,3V abfallen kénner)

2. Auf dem Metc-teil befinden sich zwei Potimentiometer, je
eines fiir StrombeEgrenzung und fir Spannung. Das Fot zur
Spannungsrequlierung wird langsam nach links gedreht, bis
die Spannung etwa 5,1V erreicht. VORSICHT: Die Spannung
nicht weiter erbbéhen, da auwf manchen Baugruppen Zenerdioden
F,1V die Spannung begrenczen.

3. Das System kann am besien idberprift werden. indem man
eine Diskette einlegt und bhetireibt.

Hitte beachten Sie, dai Netogerate grunds&tzliech
belasturngsabhingiy sind. Sollten Sie Ihre kKonfiguration
wesentlich 8ndern (2-3 Baugruppen), ist es ratsam, die
Busspannung (V) neu zwu lberprivfen.

Sollte Thre RAML4/Z256~-Baugruppe bei den in Eapitel S
beschriebenen Tests nicht funktionieren, so heift es jetct
systematisch auf Fehlersuche zu gehen.

Wir wollen Ihnen nun ein paar Vorschlige machen, wie sine
systematische Febhlersuche mit wund ohne Oszilleskop vor sich
gehen kann:
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5.1 Mogliche Fehler und itre EBehebung

&.%.1

6.1.9

Sind die bisher verwendeten Baugruppen in Ordnung”
WFunt tzomert das Syste&m ohne die RAMAG/2567)

Gind die Jumper richtig gesteckt™
wergleiche haprtel 8)

Machen Sie ~uerst eine Stehiprobe. Komnen Sie 1rgendwo
auf der Plaline unsaubere Lotstellen {(zuviel Lotzinn,
manchmal might das lwizinn auch Faden) erbennsn, die
eventuell eimen Furzschlul verursachen konnten™ Dann
musseEn Si1e drese Lotstellen nachloten und dre
wnsulagsige Verbindung beseitigen.

Haben Sie auch alle ICs raichtig herum am rightagen
Flatz aufgestecki™ ‘vergleiche mit Bestuckungsplan)

Sind alle gepoltien Bauteile {(Eltos, Dioden., usw.)
richtig herum singelotet™

Haben Sie auch VFeine Lotstelle vergessen zu loten”
(sehert Si1e l:ieber nocheinmal nach)

Sehen Sie i1rgendwo "kalte Lotstelien"”
¥alte Lotstellen erkennt man daran. daB sie nicht

glanzen. sie sind am Vergleich mit richtig geloteten
Lotstellen trithe.

Haben Sie auch micht zu heild gelotet”™

Wenn der Lotiolben zu heill eingestellt i1st und (oder)
S1e tu lange auf der Letstelle bleiben, dann kann es
passieren, dafd sich die Lerterbahnen von der Platine
losen. ungd Unterbrechungen bilden. Ferner kann es auch
passiersn. dad Durchiontaktierungen urnterbrochen
werden, ocder dafl Bauteirle durch -u heifes loten
mergtorl werden.

Nehmen Si1@ alle IC°s aus i1hren Fassungen. Nekmen Sie
sich die Layouls zuwe Hand und kontrollieren Sie alle
Learterbabnen, mit einem Duwrchgangsprufer oder mit
einem Ohmmeter. auf Durchgang. BEereits kontrollierte
lLeiterbahnen Yonmen Sie auf dem Lavout mit Bleistift
durchstrez chen.

4.1.10 Prufen Sie die Versorgungsspannung mit einem Digital-

Volimeter {am Bus "SV", micht am Netrgerat, da am
Kabel bis zu 0,5¥ abfallen konnen). Hat Si1e 5.0 ¥V 7
Toleranzen von +-5%, also von 4.75 V bis 5.25 ¥V saind
tulassig. Falls die Spannung zw gering ist. prufen
Sie, ob die Verbindung vom Netzteil zum Bus mit
ausrerchend dickem Draht {(mind. 2 mm Quadrat) erfolgt
1st. Gegebenenfalls mussen Sie Ihr Netztell
nachregeln. VORSICHT: nie uber 5.235V nachregeln,
sonst ...
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Wenn Bie alle Leiterbahnen fontrolliert haben und nichts
gefunden haben, dann ist die Wahrscheinlichheit groff, daifs
ein Bauteil defekt ist.

Wenn Sie einen Priifstift, oder ein Oszilloskop haben. dann
kénnen Sie jetzt dberprifen ob Sie an den jeweiligen
Ausgangen die richtigen Signale haben. Welche Signale wo
anliegen milssen kbnnen Sie aus der
Schaltungsbeschreibung, aus dem Schaltplan und Thren eigenen
iiberlegungen entnehmen.

Falls Sie keine Meflgerdte haben, dann milssen Sie alle
Bauteile systematisch austauschen., bis Sie das Defekte
gefunden haben.

Verwenden Sie dazu eventuell eine zweite Baugruppe (die
gines Freundes oder eines Bekannten).

Sollten Sie gar nicht zurande kommen, hilft Ihnen unser
Pauschal -Reparatur—-$Service, dessen Bedingungen Sie der
Preisliste entnehmen kbnnen.

6.2 Wenn die RAMA4A/254 nur ein bifichen funktioniert

Auch dal kanpn vorkommen: Im Menii Speicherbereich sind in dem
Rereich, in dem die RAM&4/256 mein sollte, zwar Balken
vorhanden, aber mit mehr oder weniger vielen hleinen Licken.
Auch wenn der Test im Andern-Meni nur so ein ganz kleiner
Erfolg bzw. Mifierfolg war, sollten Sie einmal folgendes
versuchen:

Prifen Sie die Stellung der Jumper.

Tauschen Sie IC fir IC mit den ICs einer anderen RAMAA/254
aus. Mach jedem Umtausch prifen Sie bitte, ob die dnderung
auch eine Anderung bei den Testergebnissen bewirkt. Wenn ja,
sind Sie schon auf dem richtigen Weg...

Zu diesem Thema auch ein Auszug aus unserer Datenbank bzw.
aus der Zeitschrift LODFI (wichtig, falls Sie eine Flatine
mit r1 oder r2 haben. Ab r3 ist der Fehler behoben)
:Timing—Fehler der RAM&4A/25S r2:

Diese Baugruppe lauft nur, wenn 108 (74L504) gegen einen
74804 und/oder IL18 (74L502) gegen einen 74ALS02 getauscht
wird. ’

Sie lauft mit LS5-Rausteinen, wenn IC18 Pin 5~& aus der
Fassung entfernt (abgebogen) wird und die beiden Fins auf
der Rlatine miteinander verbunden werden.



FAMad s 25 Serte -19-

Achterr Ste biite .uwrh «uf dire Heschreibungen zu Ihren
anderen Flatinen. ob dort eventuell Veranderungsen
durenpafiihrt werden missen, um eanen elnwandfreien Betr:ieb
gruhersnsiellen.

Sullten Si1e diecen tugegebengrmafen oft recht hartrackigen
Fenter nicht besestigen bonren, so hilft Ihnen auch hier
uns@r Fauschal-~Reparatur—Service

Fevisions—-whers1oht-

ri: Farmerantel n, wwrde nicht ausgeliefert

r2r Als Bausatzmversion ausyeliefert, Timing-Fehler kann
durch Lavout ~anderung und IC-Austausch behoben werden.

r7T Fertiggerat FAMA4 oder RAM256. Layout-anderung von Hand
ausgefuhrt, teineg Timing-Fehler.

r4: Meue Lerterplatte, ab R/383 musgelisfert.
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7.2 Wie funltioniert die RAM&E4/D2SE6T

B:itte beachten Sie -u dieser Beschreibung den Schaltplan!

7.2.1 Adress:erung der Baugruppe RaM&4/ISo

Dre Adresse der Rauwgruppe wird mat JMPS erngestell®. Mit
IC24, einem Vergleicher. wird die auf dem Bus l:egende
Adresse mit der eingestellten verglichen. Sind sie giewvch.
s0 i1st die Baugruppe zusgewahli. Da man die Baugruppe mat
unterschiaediichen Bausteinern betreiben |ann (od4%1 oder
236k x1). gibt es verschiredens mogiiche Aressbereiche

7.2.3.1 Bestuclung mit 64k %1 Bausteinen {(z=.B. 41&4)

Be: der Verwendung wvon &4K—-Bausteinen darf JMF1 nicht
gesteckt sein. Auch die Brucken A und B am JMPT bleiben
offen. Dire Brucken /17 bis Ald werden Dur Adress:erung der
Bauvgruppe verwendet. Dadurch !-ann der Adessbereich genau wie
bei einer ROASA ausgewahlt werden (siehe hapiritel 8.35.)

7.2.1..2 Bestuchung mat 206F X1 Baustelnen oL B. 4172500

Hierbei mufd die Brucke JMF1l gesteckt sein. Dadurch wird die
Lertung AB® an die Bausteine gefuhrt. AB" setzt sich aus den
Adresslertungen A1& und A17 tusammen., Da s:1@ nun Swe
Sperchaerplatzanwahl direlt i1n den RAM=-Bausteimen verwendet
werden, sand sie tur Adressierung der RAMGA/CS6—FHaugruppe
n:cht mehr notwendig und sogar unerwunscht. Daher muld man
berm Betriebk mit den 256K-Bausteinen die Brucken A und B anm
JMPE einsetzen. Damit wird Pin 9 mit Pin 10 und Pin 11 mit
Fin 12 am Vergleicher IC24 verbunden. Diese beaden zu
vergleichenden Werte sind dadwch immer gieich, haber damit
auf dern eigentlichen Vergleichsvorgang Feinen Einflull mehr.
Dae EBrucken AlL8 und A1% wahlen also beir den IS4k —Bausteinen
den Adressbereich aus:

A19 Al8 Bereich

gesteckt gesteckt QO0O0-ZFFFF
gesteclt offen Z000—-T7TFFFF
offen gesteckt BOOOO-BFFFF
affen offen COOOO-FFFFF

Ertte brachter Sie hrerzu auch kapitel 8.

Be: der letzten Euinstellung (be:de Brucken offer) 1st
allerdings micht der ganze Bereich benutzbar, da von
FUOOO-FFEFF der If-Bereick lieght. Also 2st nur der Bereich
CO00Q-EFFFF ansprechbar. &4KByte RAM gehern verloren.
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7.2.2 Wartezyklen

An dem Steckerfeld JMPZ wird die dnzahl der Wartezvklen
eingestellt. Normalerwsise ist diese Brilcke bereits im
Layout auwf Position 3 féstgelegt. Dadurch lauft die
Baugruppe mit allen bisher getesteten Prozessoren. Durch
eine Schaltungainderung ab Revision 4 der RAM&4/254 erzeugt
diese Harte nur noch ein Wait-Signal, wenn sie angesprochan
wird. Damit konnen statische Speicher mit voller
Beschwindigkeit betrieben werden. Auf der Platine (ab r4)
isl diese Version dann voreingestellt. Man kanm dann jedoch
in Problemfillen die =slte Version wiederherstelien (z.E. bei
moderrsten Prozessoren bei hoher Taktfregquenz (z.B. 16MH=)).

7.2.% Adressenmultiple: und Refresh

Die Bausteine IC1, IC2, ICS, ICs, IL7 haben die Aufgabe, die
unterschiedlichen Adressen zu multiplexen (siehe hierzu
Kapitel 3.1). Bei den dynamischen Speichern werden die 14
bzw. 18 Adressen mémlich nur fGber 8 brw., 9 Leitungen
dbertragen, und zwar zeitlich hintereinander. (Nur dadurch
war 85 mioglich, die Behduse der Bausteine so klein zu
halten.) Das Signal -RAS zeigt die Giiltigkeit des ersten
Adressteils an und das Signal -CAS die Ghltighel des zweiten
Adresstells.

Dynamische Speicher milssen "refresht" wsrden, damit sie
ihren Speicherinhalt nicht verlieren (sishe hierzu Kapitel
3.1}, Pas bedeutet, daB alle 2ms (oder 4ms je nach Raustein)
mitssen 128 bzw. 256 verschiedene Reihen angesprochen werden.
Dazu dienen die Z&hler IC3 und IC4. Sie erzeugen eine
8-Bit—~Adresse, die bei jedem Speichercyklus erhiéht wird. Die
Reihen spricht man mit dem ~RAS-Bignal an, das dazu auch
erzeugt wird. bPer Refresh wird bei jedem Speicherzugriff
ausgel sty auch wenn die Baugruppe nicht adressiert wird.
Dadurch werden die vom Hersteller vorgeschriebenen
Bedingungen also immer esingehalten.

Auf der RAMS4/256 koennen unterschiedliche Speicher
eingesezt werden: solche die 128 Refresh—Zyklen i1n 2ms und
solche die 256 Refresh—Zyklen in 4ms benoetigen. Der Grund
hierfir ist, dall die ersten das achte BFit in der
Refresh—Adresse einfach ignorieren; daher werden erscheinen
die 254 Refresh-Iyklen in 4ms awfgeteilt in 2 mal 128
Rerfresh—Zyhlen in 2 mal 2ms.
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Exne Besonderheit beim 680038 stellt der TAS-Befehl dar. Er
fuhrt einen sogenannten Read—Mod:ify-Write-Zyklus durch.
Dabeir wird in einem Zugriff ein Wert gelesen und ein anderer
geschrieben. Cbwohl dieser Befehl exrgentlich nur fur
Mehrprozessor-Anwendungen gedacht i1st, wird er auch in
mancher Anwendersoftware verwendet. Das besocndere Timing
zexgt 7 2.8

Achtung: Altere Bauwgruppen {(vor Revision 3) Fonnen den
Eefehl noch nicht ausfithren. Um sie umzurnstern, mul3 man Pin
% am IC18 vom Ausgang des IC19, Fin 11 auftrennen und an
Masse legen.

Testprogramm fur den TAS—-Befehl mit dem Scop:

START:
TES. B 40000 ; hier Adrese der Baugruppe
BRA.S START

Dieses Programm lauft epdlos bis zu ernem Reset des Systems.
Man ! ann bierbei sehr gut das Timing beobachten.

Programm zum testen des TAS-Refehls:

STAFT:
CLR.EB $40000 Byte = 0, Adresse der RAM&L/2Se
TAS.EB $40000 setoct Bat 7 oauf 1
MOVEL R S40000, DO Ergebn:s im Einzelschritt an RO
RTS

Dieses Programm fuhrt man am Eincelschraitt aus. Bea
erreichen des RTS-Befehls muB zn DOUBR der Wert $80 stehen
wdue restlichen Bits 8 bis 31 sind ohne Bedeutung). Falls
der Wert 0 an DO.B steht., besitst man die RAMA4/RS546 1n der
Revision 2 und sollte den oben beschriebenen Umbau
vornehkmen.

Er
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7.2.4 Timing-Diagramm beam Zugriff auf RAM&A/256
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7.2.5 Beschreibung von 7.2.4

Oben sehen Sie das ~RD und -MRE@-S8ignal. Hier wird gerade
ein Zugriff gestartet. Dadurch wird die ~WAIT-Leitung auf O
gelegt, denn die Speichergruppe kann erst nach kurzer Zeit
reagieren. Dann wird das —-RA5-Signal erzeugt und dabei liegt
das Signal SEL B (Select B, Fin 2 an den ICs 74LS153) auf Ty
Hamit wird die Adresse vom Zihler IC3, IC4 an die
Muiltiplener-Ausginge gelegt. . Bie wird 1n die Speicher
dbprnommen und bewirkt den Refresh. Nun fplgt ein cweites
-RAS-Bigral, bei dem 8EL B auf 1 liegt, um die
Frocessor—-Adressen an die Speicher zu legen. Die Umschaltung
zwischen den niederwertigen und héherwertigen Adressen
geschieht mit SEL A (Select A, Pin 14 am 74LS1i53). Das SEL
A-Signak wird kwrz vor dem -CAS-Signal umgeschaltet.

7.2.6 Timing-Diagramm, wenn nicht auf die RAM&GA/2S4
zugegriffen wird

Achtung: Fei &dlteren Baugruppen {(vor Revision 4) entspricht
das Timing dem von 7.2.4, bis auf das kein —DAS!S:gnal beim
tweiten —-RAS-Zyklus erheugt wird. ‘

|

| [ FERQ J
L [ RD
WR
T | WAIT
I [~ sELA
SEL B

|
]
1

m
w
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7.2.7 Hesch gibunsg von 7oL 6

Higrbha:s wird. wie ber 7.2.5, gin erstes -RAS-S5ignal fur den
Retr esh srzeugt. jedoch folgt bean cwertes, da Ja& auch tein
Spercherzugrit+f auf die RAMLE/254 erfolgt. Es wird lexn

~WAIT-S1gnal er-eugt.

7.2.8 Timing—Diagramm beim TAS—Befehi des &8008.

MERQ
RD
WR

i
-
!l

WAIT
SEL A
SEL B
RAS
CAS
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8. Anwendungsbeispiele

8.1 Einsatz in 68008-8ystemen
8.1.1 Eine Miglichheit

Als RAMS4 empfiehlt sich diese Baugruppe als dritte und
vierte Bank.

I. Bank ROA&4 mit EASSO-3 und 2%RB

2. Bank FPASCAEL.  und 4%R8

3. Bank RAMG4

4. BANK RAMSS

Als RAM2S4 ist diese Baugruppe am besten fir den Betrieb mit
CF/M&8k geeignet. Sie liegt hierbei als erste Bank im
Bereich 00000 bis 3FFFF. Die RDA&EG mit dem Grundprogrammn
liegt bei EOOO0 und wird nun mit Hilfe der
BANKEBOOT~EBaugruppe angesprochen siehe auch Kapitel B).

8.1.2 Der gr Bte Ausbau (ohne EANKEOOT)

1. ROA&4 mit EASS0-3 und 43%RB Z2KByte RAM
2. RAM&4 &4KByte RAM
3. RAM&EA 44rByte RAM
4. RAMb&4 &4KByte RAM
S. RAM2SS h6KEyte RAM
6. RAMRZTS6 256KByte RAM
7. RAMZSS& 192KByte RAM

{64kByte gehen verloren, wegen I/0-Beresich)

F28KByte RAM

8.2 Einsatz in I80-Systemen

Soll der NMDR—-Computer als CP/M-Computer verwentdet werden, so
kann der gesamte Arbeitsspeicher mit giner RAM&A realisiert
werden. Beim Einsatz einer RAM2SS kann der ifibrige Speicher
ohne weitere Anderung unter folgenden Voraussetzungen als
RAM-Flappy verwendet werden:

Konfiguration: 1
1

% CPL 280
¥ BANKBOOT mit FLOMDN V1.5b oder hoher und
Z¥RZ (6114)
1 % FLOZ2 mit mindestens einem Laufwerk
1 X RAMA4A/254 als RAMZESS (davon sind &4KByte
fiir CP/M reserviert, der Rest ist fir
RAMFI.OPFY)

Initialisierung der RAM-Floppy:
Betriebssystem CP/M booten

Ez<retuwrn> / Umschalten auf E (RAMFLOFPPY}
ALSTAT %*. % SR/ Wdreturn> /

ERA #*.%<returnz> / Inhaltsverzeichnis ldschen
Yoreturnk / fwird von ERA erfragt)

Die RAMFLOPPY 1&Bt sich nur als Lauwfwerk "E" ansprechen.
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8.7 Belegungsmoglachkesien der Jumper

8.7.1 Jumper-Fositionen ber Eestuclung mit 41256:

{EBructhken vor oben)

JMFL: -
JMP2z default

JMF Tz ALé
A1z
ALB
ALY

Adrassraum von
bis

(Brucken von oben)

JMF = FN
JMPZ: defauit

JMP3: Alsd
/17
Al
AlLl?

Adressraum wvon
brs

ALL
ALY
A8
A19

Adressraum von
bis

Als
R17
AL8
Al?

Adress-aum von
bre

Alé
ALy
ALB
Are

Adressraum von

{geschlossen}

R -1 R ] RN M= N
ST P TA N Rl -4 B R 4
o son H—v PR
Y=g v—y PR ¥ N
FOOO00 HFLOO00 $80000 SCO000
$3FFFF $TFFFF SBFFFF &FFFFF
8.7.2 Jumper—Positionen bei Bestuckung mat 4164:
{offten)
aor N D > Y=Y N oA
H o oh—¥ * ™ x> R ¥ X X
~N b AT N
M. = A AN
SC0000 £10000 20000 £30000
$OFFFF +1FFFF S2FFFF SIFFFF
PN AR y oy >N
R X "~ RT3 o ¥ X
N NN X Mo
=X > = X=5 ®=X
40000 SHO000 H£50000 STO000
$4FFFF $SFFFF SEFFFF S7FFFF
vy Woho¥ oY A H X
LR i o AT A LSRN
PN v [ S >
. voN % N X o®
£80000 F$Q000 £AH0000 SRBOOOO
B3FFFF $SFFFF SAFFFF $BFFFF
A MR X N WX Moy
R S A A h ~ MoNN
Mo ENIES EE N n
Vo X % ~ X X
00000 SDLOLO FECO00 $FO000
SCFFFF SRDFFFE SEFFFF SFFFFF

bis
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?. Diverses, fusblick
2.1 Verbesserungsmiglichkeiten

Da noch einige Gatter auf der RAM&4/2S56 frei sind, 1st es
miglich, diese fiir eigene Erweiterungen und Verbesserungen
zu verwenden.

Mit einem zus&tzlichen Z3hler kinnte man auch erreichen, dai
der Refresh nicht mehr so haufig durchgefihrt wird. Dadurch
wird die Belastung durch Warte—-ZIyklen verringert. Es geniigt
z.B., nur jedes zweite Mal einen Refresh-Zyklus
durchzufihren, bei hochwertigen Speicherbausteinen sogar nur
bei jedem vierten odér achten Zugriff!

Die RAM&E4LZSS6 wird nicht refresht, wenn die CPU nicht
arbeitet, z.B. dwrch einen langen RESET pder durch einen
Warte—ZIyklus, der durch eine andere Baugruppe ausgeliést
wird. Diesem Problem kdnnte man auch durch zusétcliche
ZAhler beikommen, einfacher ist es jedoch, die
RESET-Schaltung der CPU zu verbessern. Beim
Spannungseinschalter soll dabei der RESET so lange anhalten
wie bisher, bei einem manuellen Reset jedoch kann man durch
ein zusatzliches Monoflop verbindern, daf der RESET-Impuls
l&nger als 100 Mikrosekunden andauert und damit den
Speichberinhalt der dynamischen Speicher zerstéren wilrde.

In der Praxzis hat sich gezeigt, dafl bei einem kurzen
manuellen Fetdtigen des Reset-~Tasters der Speicherinhalt
nicht verloren geht. Dies ist jedoch nw z.B. beim
@rundprogramm wichtig, da die CP/M-Betriebssysteme phnehin
nach einem Reset einen Kalt—-Start ausfilhren. Hierbei wird
der gesamte Speicher neu definiert.

Die RAMb4/254 wird laufend verbessert. Wir nehmen gerne auch
von Ihnen Verbesserungsvorschlige an.
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i0. Origimal-Herstellerunterlagen der verwendeten ICs

74 8 Q4

& Inverter

Der Inverter { auch NICHT-Glied genannt ) kehrt die Signale

exrnfach umg
NICHT-Glieder werden dacuit verwendet.
\n die negat:ve Logirl

Log1}t

L wird

=h

H und H

wird =u L.

um van der positiven
ru wechseln oder umgelehrt.

1AL Wvee
Y2 sdsa Al T 2 0y
2403 20ev 2412 oy
2Y[e 11[]s5A AR -
3alls  w[Jsy i L
s eJea a1l oo,
GNDL 7 LINERS sty an
. ; L,"',:,"; [ sy | w1 Motpuei bz Lantieciorm,
Typ impulsvazogerungzzeit 100s | 98ns 3ns | 35ns | Elnginge L 10 10 , 10 | 10
Tyo Laistungsautnahme 60mW | 12mW | 112mw, 75 mw | Ausginge L 100 | 200 [ 00 200 '
i H 100 200 | 200 200
i T
|
T
] 1 ]
| [ | ' |
{ i
Sachs Inverter
TNTi04 SNTALYL INT4304 SNTAMLSOR
NG SKS4L304 SH54304
74 1.8 03 & Inverter mt offenem Kollektor
& Cttsne Ketiaktorsusginge
14 [T Al vee #® Anschiutbelegung wis 04
w2z wa[]sa 'A: E QEW
24 a1z &y P 1 Loy
2v[a njsa pren. =y
3 s sy Bl =
3y s {4 PARTE t
GND [7 3] 4Y a3 | il
et | e | saen o - N [e—,
Max Ausgangsspsnnung 5V j 55V E5V 55V | Eingings L 10 1 to 19 10
Max Reatstrom bei Voy i 2W0uA 100 pA 250 pA 100 pA | Ausgings 19 100 200 1040 20
Typ Impulaverzdgeruagszeit 2=y 18 ns 5na 14 na - f - |
Typ Leistungsauloahme S0rW 12mW 105mW 75 mW -
»
L - -
; N ) B
Sachs Inverter (oK)
WS SN SATSS ST
SHSHE SHSURDS NS
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74 LS

=2

4 OR- [Batter

Ein L-%ignal am Ausgang des

- -

Serte

mit ie T Eingangen

gR=Batters entsteht nuwr wenn

beide Eingange ein L-Signal fuhren, ansonsten ergibt si ch am
fpusgang ein H-Signal.
1A Vhadv, -
1B8E]z lajagc LT
s 120sa w
zal]a u[Jay h'
28s 1wJ3B "W
2vrJs  s[Q3a w
GNol?  epjav an,,
[T
Sy [ty ety [ Mabpeait tain Latatisrm
Typ Impufsverzagerungszeit 12ns 12ns 4ns | 55ns Elngdnge L 1.0 1.0 10 1.0
Typ Leistungsaufnahme 96mw | 20mW | 140mW | 11 mW Ausgings L 108 200 100 200
H 200 200 200 200
Vier OR-Gatter mit [ 2 Einglingen
R WHSR Sl fause
s [T . SASULSI?
74 1.5 74 2 D-Flip~Flop mit Clear und Freset
Ist am D-Flip—Flop an "Preset" und "Clear" ein H-Signal, sG
wird das Flip—Flop bei Anlegen eines Taktsignals am
n"Clock"=Eingang, jeweils bei der positiven Flanke jedes
Taktimpulses abwechselrnd gesetzt und rickgesetzt,d.h. die
susgédnge & und @% wechseln bei jeder positiven Taktflanke
ihren Zustand. Liegt kein Takt ab (low Signal) bleibt dieser
Zustand erhalten {Speicherzustand).
Will man diesen Zustand andern, ohne einen Takt anculegen,
Lénnen die Signale an "Preset” und "Clear" veréndert werden.
ist das Flip-Flop gesetzt (B@=H und @%=L)}. kann es mit
"Freset"=H und "Clear"=L zurickgesetzt werden (@=L und
Gk=H) .
& Posttiv Hankengetriggen
18R Cf W vee ,':TI _”";‘. LY
100z 1a[]2c1R Y 2 o
1Wwixds 220 el o 18
WHECle  n[] 201x o I H —
1a PRE it -
g g Si e
GNo @z sf]2d
e ‘m sty - ” m . Ll Juriond Lirthitem
Min. garastiorte Taktfrequonz 15 MHz | 25MHz | 75 MHz| 40 MHz | 125 MH) Sle? . G 28 &0 20
Tt b:m ‘ 2 ud £ Clock Prosst| L Zo | 1020 | 20 | 1020
In, Taxtimpylsbrelie KEIGH a0 ns 2503 ans 203 ) L 10 o T 7]
::“ :’:"p““'“ 20in 25:"’ 3:"‘ '5:"’ A L 100 | 200 | 00 | 20
ia, hold tima 5tns| Stns 2'ns| Ot'ns " 00 00 200 0
Typ. Impulsvarzégerungsial 17 ns 19 ns 6ns 10 ns 55n3
Typ Leistungsauinahme A6mW | 20mW | 150 mW | 12 mW 50 mW
Zveal D-Fliptiops mi Presat usd Cloar
M SNTALSTAN  SHTASTA SNTALSTA  SNTAASTA
SHSAT4 SASALSTAN  SHSASTA SNSMALSTA  SNSAASTA
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4 LS 8% 4~H1t VYergleicher

- io poliger Chip

- B Eitngange fru- A und B

~ T Eingange: Cascading Inputs { A B,
A=B, & & O

- 7 Ausgange: Outputs ( A B, A=E, A B »

Nur wenn A1=Bi, AZ=E2, AS=BET und A4=B4 wird das Signal vom
Eingang (Eascading Inpts) "& = B"” oum Ausgang (Output) "A =
B durchgeschaltet. Wird dieses Ausgangssignal wieder als
Erngarngss:ignal an einen anderen Bauste:n direser Reilhe
gelegt. so | onnen mehr als mfuwe 4-Brt-Worter miteinander
verglichen werden.

* Kaskadlertar

wf » Rig o ]
TS
[i]
: Ha L4
" 1451 2 e
~<a ] < ~ap——ora
[aveu i o et gy
-
i o g L ra
PO
oW go
pcT
i gl
Tvp Vergimchicat tw 4 it Lnz Rem 1ne
Typ Ledtutpmuisshme 275 mW SImW | HSmW
Malpuner Zusand Lattcmrsn
Engiogs A A L 0 12 1B
i aaderen L 30 3.0 30
Ausgings L 10,0 200 we
H 00 200 20
&8t Vargecher
SNT4ES SNTALSES SNTASES
SN3S SNSALSEY SNS4SES
74 LS 1853 Multiplerer
® Zwai unabhingige Strobe-
Einginge
— ® Dit Selact Singhnge A und B
16 [ U vee S baiden Datangelskiorer
ez 150 26 Mulliplexem gemainsam
13ls ada L
1c2 e 13gzca
1105 120202
tcoJe nJzen
1wz 0] 2c0 =
GNG s s] 2v
Zwal 4 zu 1 Datenaeistoren/Mulliplexer
s | e | ity us "
L WS SNIALTISY  SNT48153 SHTIALSIS)  SNT4ASIS
Typ Impuisverzogerungszeit 22ns | 22ns 1208 Srns 3ns SN34L5Y SNGALSIS3  SNS4RIS3 SHSAALSES3  SNSUASI5Y
Typ Lelstungsauinahme 180 mW | B3 mwW | 225 mw | 31 mW | 125 mw
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* Posmty Tlankengpainigent "
@ Senelly Einpabe Tter 2wal ar X L]
Einginge P Cli=s
A vV CRa v ® Paralicle Ausgats Al "
B )2 :3% oﬁc & Rechtsschuben T * o8
anfds wfla ® [laarFunktion il unab- il oy
G Kingigvom Zustand it |t g
o+ n[Jor Taklewgaogr
Oc s whae
oo [s op TR
GND [ 8Ll CLk
MeZpunht Zustand Lastlshisien
Low Pawtr
[ suntics [Low Fom Eingange L [T 0
Mia, yaraniette SehuebHiegue.u 25 MHe , 25 MHz Auwgings L L) 200
Tp. Impul it rigtiungs tin B \m H 10,0 200
Trp. Leittungaiufnahme 1Bamw | samw

§Bil Schiebersgister mit Paralinlausgaby ynd Clear

SNTATE4 SNTALS164 B
SHa4164 SHEALS164 SEALSIS
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FUJITSU

Sgate =30~

Dynamisches RAM &4F %1

MICROELECTRONICS, INC

NMOS 65,536-BIT DYNAMIC
RANDOM ACCESS MEMORY

DESCRIPTION

The Fujltau MBS284A (s 3 Tully decoded,
dynamic NMOS random access memory
organized as 85,538 one-bit werds, The de-
sign is optimized for high-apesd high per
formance applications such as mainframs
memory buiar memory pefipheral stor
age and environmants whare Jow power
dissipation and compact {ayout are re-
quired

Multipiaxed row and column addrass in-
Duts penit the MES254A to ba housed ina
stanciard 16-pin DIF and 18-pad LOC With
& JEDEC approved pin out.

FEATURES

* §5.596 x 1-bit organization

« Row Acceds Tune/'Cycle Time
MBIRSIAID 100 ne Max/200 ns Min.

MEBE254A-12 120 ne Max/Z30 re Min
MBA284A-15 150 e Max./290 ns Min,

All davioss 22 mW (Standby) max.
o Single +5V supply voltage =10%
tolerancs
= All Inputs TTL compatible, low
capacitive load.
« Threw-siate TTL compatible cutput

The ~B8264A |5 fabnoated using sillcon
gate NMOS and Fuptsu3s advanced
Double-Layer Polysilicon process This
process couplsd with singletransistor
memory Storage cells permits meximum
crcult dansity asd minal chip size
Dynamic circuttry Is. smployed in the
design ncluding dynamic sense
xmplitiers

Clogk timing requiremants are noncritical
and tha power supply iolerance is very
wide All nputs and the ouwlput e TTL
compatible

+ RAS only zod hiddan relresh

+ 2msH28 cycle ratresh

* Read-Modify-Write and Page Mode
capability

< “Gald" AS

= Output unixiched at Cycle end allows
wxtenced page boundary and two-
dimsnsional chip salect

+ Common 1O capabllity using ‘Early
Write cperation

» Onechip Address and Datadn latches
= Orechip substrale biss ganerator
* tap twers tpHg sliminated

MBS264A BLOCK DIAGRAM

waTE
LK I
CEN

CLOSK, GEN
NG 3

ADDAESS
PUHEERS

P2 r e

ROW DICODER

SUBSTRATE
LASGEN

SOLUMN t CaTa
CECODER ™ -0
1 BLEFER
SENSE Aves | T
1 BATING i A
l‘ T
1
!
b
— pata
— QuT Y
i et
556N Y !
STORASE CELe !
m——y
—GnD

PLASTIC PACKAGE
DIP-16P M03

CERDIP PACKAGE
DiP-16C-C04

-

CERAMIC LCC
LCC 18C-F02

PIN ASSIGNMENT

frasBeaci
rFFrEG Py

trhfia
MR 4CL
T 0N

Frzezo

NOTE. The follswing IEEE STD 662 1980 symbols are usad in ths data sheet D = Data In W = Write Enable, O = Data Cut
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bynamisches RAM 25&8k%1

MOS Memories FUJITSU

N MB81256-10, MB81256-12, MB81256-15

; NMOS 262,144-Bit Dynamic
Random Access Memory .

Deactiption

The Fujlisu MB84258 is a {ully decoded, dynamic NMOS random

N ACCRRR MeMmony organized &y 262,144 ono-blt words, Tha dasign is
oplimized {or high spsed, high perforrnanca applications such a3
manframe memory, bultar memody, peripheral $1%:8¢8 20d sn-
ﬁmmit whaes iow powsr dissipation and compact layout are
requln

Tha MBB1258 Taatures "page made™ which aliows high speed ran.
o acteas of up to 512-ils within 1he same row. Additionatly, the
MEJ12%5 oflers now funciional enhancaments that make it more
vefsatile than p y FeAMts, Multipt row and cok
umn add:eas Inputs permit the MBES1255 [0 be Pousad In a Jedae
standard 18.pin dual Indina package and 15-pad 1L.CC.

Tha MBOT258 I3 fabricated using slicon gate NMOS and Fujilsu's
advanced Tripletayer Polysilicon process This p:ocess, coupled
wilh alngfe translstor mamory siorage calfs, parmits maximem clr
cult density and minimal chip size. Dynamis clrcuitry is used in {hs
design, Including dynamic sensa ampldisrs,

Clotk timing requi-ements are noncatical, and the powar supply
| toleranca Is very wide. All Inputs are.TTL, compatible,

Fl-lll-ll'll

M 262,144 x 1-bit crganizatlen H Page Mods Clplhlliiy
& Row Access TlmwCycle Time: W Fasl Read-Write Cyche,

| MEB31256:10 TAWC = TRE Mastlo Package
100 ns Maxi210 os Min, W 130, tweme Touas lgwp Mlimisated Qir.1ep-M03
MB21255-12 = CASbelore-AAS on chip refrash
, 120 ns Maxi230 ns Min. W Hidden CAS-betore-AAS on-chip
MBA1256-15 reiresh
150 ns Maxf260 ns Min. o AASoniy refresh

# Low Pawer Disaipation: M 4 256 cycle refrash
Mé W man. {loc = 28003 @ Outpot unlalchad at cycle snd
25 mW (Stanchy) allows two dizensisnal chip

n +sg iuppr, veltage, seloct /

=10% lolwznce Q Datata 2
M Al nputs TTL compatible, fow -um Address and Da >,

capacltbrs load W Industry standard 16-pin

package

W Thres-stats TTL compalibte cut-
Ceramic LCG

put

& Commaon VO capability using LCC-10C.FO4
“Earfy Writa™ eparation

B Onchip subsirate blas
generator
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I

MES1258-10
MES1284 12
MES1258-18

MBS 12588 Bock Diagram
and Pln Asslgnmenats

CLOCK CEM
I—..—_ NG 1

CLOCK GEW
W 2

coLuun
DECODER

SENIE AMPE
PO GATING

oo 3

S 1saRIT
STORAGE CELL

NQTE The leiowing IEEE $10 $K HAS ymbsle are uied 1h
-2tk ahest §w Oaln in W oa Wi ia Enabie O = Cata Qul

N u =™
oz 15 f oA
W= “g'g 1o
Er m LS S E T
alls fg 2P A
Alds = QA
~3d- 10[TAs
vee Tl® o[ JAr

=25
$°
£5
m
Ex
4

3 %101

Absolute Maximum Ratings

(See Note} Rating Symbel Valus Ualt
Voitags on Any Pin relative o Vs Vin Vour Vee =10te 70 v
O T Tor 01070 C
Storage Temperature Ts1g =% :: I:Sﬂ b1
Power Cissipatron Po 10 W
Shert Cecult Qutput Current log 50 @A
NOTE. meomwmowmmw-::m A ARSOLUTE NG -
resinicted b S4CHinE $F ek Gata Shel Expesurs I'MIIWIIIWW‘
e fer altact ¥ Thia dence
hugh JEANC weIIA0NE O $HCING IHEEL Hiwivet 1€ takan 1o avoud ol
Prgnes IR3n samamum raled vallagen 10 THIB PHIN IMPECENCE CHOW

Racemmended Cperating

Conditiens Value

(Referenced to Vogr Parameter Symbel  Min_ Tys Max Unit Opersting Temperaturs

Vo 4.5 50 &5 ¥

Supply Voltage Ve T 0 0 V0Tt +70°Camment
Input High Voltage Al inputs. Vin 24 - 85 ¥
input Low Voltage Alf Inputs Vi, =10 — 08 ¥

FuUTsy
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1. Hinweis auf LODOP

In unserer Zeitschrift LODFP wird regelmdfig iiber neue
Produkte und Anderungen b:w. Verbesserungen berichtet. Es
ist fir Sie von grofem Vorteil, LOOF zu abonnieren. denn
dadurch ist sichergestellt, dal Sie auch immer uber die
newesten Informationen verfilgen.

Ein LOOP-Abo kinmen Sie bei jeder Bestellung mit bestellen.
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